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DENEY ILE iLGILI TEMEL BIiLGILER

Teorik On Bilgi*

Deney Seti/Malzeme Listesi
Gerilim kaynagi 0-30Vdc, 25mA
Multimetre

R1 220K Q

R2 22K Q

R3 10K Q

R4 47K Q

R5 15K Q

C1 10pF
Potansiyometre 50kQ, 10kQ
Sinyal jeneratorii

Osiloskop

2N5459 silikon N-kanall1 JFET veya eslenigi
Breadboard

o Kaynaklar
http://mimoza.marmara.edu.tr/~vysenyurek/foyler/ELO2.pdf

* Konuya iliskin detayl bilgiler ders esnasinda verilecektir. Ogrenciler deney foyiinde yer alan ve ders sirasinda
verilen bilgilerden sorumludur.



http://mimoza.marmara.edu.tr/~vysenyurek/foyler/ELO2.pdf

DENEYDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR:

Yapilacak deneyler ve tarihleri, dersi veren Ogretim elemami tarafindan duyurulur.
Deney konular1 ve tarihleri laboratuar girisine asilacak deney g¢izelgesinden takip
edilebilir.

Deneye gelmeden 6nce yapilacak deneyle ilgili dokiimanlara ¢alisarak deneye gelinir.
Deney sirasinda elektrik carpmasina karsi tiim 6énlemlerin alindigindan emin olunmasi
gerekir.

Devre montaji yaparken gii¢ kaynaginin kapali oldugundan emin olunur.

Devreye enerji vermeden Once yapilan baglantilarin dogrulugu kontrol edilir.

Tim baglantilarin dogrulugundan emin olduktan sonra ilgili aragtirma gorevlisi
gbzetiminde devreye besleme gerilimi verilir. Eger devre beklendigi gibi calismiyorsa
hemen besleme gerilimi kapatilarak devre kontrol edilir.

Devre iizerinde degisiklik yaparken (eleman ekleme/cikarma, baglanti degistirme)
gerilim kaynaginin kapali oldugundan emin olunur.

Diger gruplar1 rahatsiz etmemek ve daha olumlu bir calisma ortami saglamak i¢in
laboratuarda miimkiin oldugu kadar sessiz ¢aligilir.

Laboratuarlarda hig bir sey yenilmez ve igilmez.

Igili 6gretim elemanindan habersiz islem yapilmaz.

DENEY iCIN ON GEREKLILIKLER:

JFET transistorlerin yapisi bilinmelidir.
JFET transistorlerin ¢alisma prensipleri ve ¢alisma kosullar1 bilinmelidir.

UYGULAMANIN AMACI:
Deney sonunda 6grenci;

41 JFET transistorlerin  yapisii incelemis olacak, isleyis prensiplerini
gozlemlemis olacaktir.

4.2. JFET  kullanillarak  olusturulmus  source ortak, drain ortak olarak
olusturulmus kuvvetlendiricilerdeki gerilim kazancini1 6lgmiis olacaktir.

4.3. Kaynak direncine paralel bagli bypass kondansatoriiniin etkisini incelemis
olacaktir.

UYGULAMANIN YAPILISI:

Sekil I’de kaynagi (source) ortak bagli bir JFET kuvvetlendirici devresi
gozikkmektedir. JFET kap1 teminali (gate) bir gerilim boliicii kombinasyonu ile, kaynak
devresi de Rs direnci ile kendiliginden 6n gerilimlendirilmistir. Rs direnci direk saseye
baglanmustir.

AC c¢ikis akiminin giris gerilimine orani olan gm degeri gegiskenlik olarak adlandirilir
ve asagidaki formiil ile hesaplanir.
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Kaynag1 ortak veya drain ortak diizenlemelerde gm degeri bilinmiyorsa, gerilim
kazanci  hesaplanamaz.  Ayrica gm  degeri drain ortak  devrede = ¢ikis
direncininhesaplanmasinda da kullanilir. Bu sebeplerden o&tiirii gm degerinin
hesaplanmas1 gerekmektedir. gm degerinin hesaplanmasinda yukaridaki formiil kullanilir.

Kaynag ortak devrede giris direnci asagidaki yaklasim kullanilarak hesaplanir.
Ri,,= R;/ R
Burada,R1 ve R2 gerilim béliicii direnglerdir.

Yukaridaki formiile bakarsaniz, burada transistoriin kendi direncinin ihmal edildigini
gorebilirsiniz. Ciinkii burada yer alan PN bilesimi ters kutuplanmistir. Dolayisiyla PN bilesimi
cok biiyiik bir diren¢ gostermektedir. Bu diren¢ zaten R1 ve R direglerinin degerinden ¢ok
biiylik oldugundan, her iki direnci paralel kabul ettigimizde sonugta ortaya yeni ¢ikacak deger
de R1//R2 degerine yaklasik esit ¢ikacaktir.

Kaynag1 ortak diizenlenmis kuvvetlendiricide, kaynaktan yilike gerilim kazanci
asagidaki formiille hesaplanir.
N1 Tin

L — (= ~—) (- 2m) (rp // Rp// Ri)
Vs Tinp & TIs

Burada,

Isisaret tiretecinin i¢ direnci,
o JFET in drain i¢ direnci,
Rp harici drain direnci,

Rv ise yiik direncidir.

Emiteri ortak BJT kuvvetlendiricilerde de bahsedildigi gibi, kaynagi ortak JFET
kuvvetlendiriciler de, eviren kuvvetlendiricilerdir.
Kaynagi ortak kuvvetlendiricinin ¢ikis direnci asagidaki yaklagimla hesaplanir.
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Yukaridaki yaklagim, rp degerinin Rp degerinden ¢ok biiyiik oldugu durumlarda gegerlidir.

Sekil 2’de JFET drain ortak olarak diizenlenmis kuvvetlendirici devresi
goziikmektedir. Bu tip diizenlenmis devreler kaynak takipgisi olarak ta adlandirilir. Kaynak
takipcisi kuvvetlendiricilerde kazang 1’den kiiciik, giris direnci yiiksek ve ¢ikis direnci de
diistiktiir. Giris direnci bir 6nceki kuvvetlendirici devrede (kaynagi ortak) oldugu gibi
hesaplanir.

Drain ortak devrenin kiiciik-isaret esdeger devresini analiz edersek, kaynaktan yiike olan
gerilim kazancinin asagidaki formiille hesaplandigini gorebilirsiniz.
N Tin (gm) (op // Rg // Ry, )

Vg Tin + I'g 1+ (gm) (rp // BRg /f B1)




Cikas direnci ro asagidaki gibi hesaplanir

Rs 1
1+gmRg gm
Yukaridaki yaklasim gm Rs >> 1 oldugu durumlarda gegerlidir.
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ISLEM BASAMAKLARI
1. JFET’in lpss ve Vp degerlerini belirlemek i¢in Ek B’deki islem basamaklarini
tamamlayiniz.
2. Kaynagi ortak devreyi incelemek igin Sekil 1°de verilen devreyi kurunuz. Eger isaret
iiretecinin i¢ direnci bilinmiyor ise, Deney 8’deki islem basamaklarini tekrarlayiniz.
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3. Vs=0iken, Vrp ve Vgsgerilimlerinin dc degerlerini 6l¢iiniiz. Bu degerleri kullanarak, Ip
ve gm degerlerini hesaplayiniz.

4. Isaret iiretecinin ¢ikisindan 200 mVt-t ve 1 KHz’lik bir sinyal elde ediniz ve bunu
devreye baglayimniz. Cift isml bir osilaskop kullanarak giris (Vs) ve ¢ikist (VL) aym
anda gozlemleyiniz. Her iki gerilimin tepeden tepeye degerlerini 6l¢iip, aralarinda faz
farki olup olmadigin belirleyiniz.

Cs kondansatoriinii devreden ¢ikarip, Vi gerilimini tekrar dl¢iiniiz.

Cs kondansatoriinii tekrar devreye baglayiniz. Kaynag: ortak kuvvetlendiricinin giris
direncini 6lgmek i¢in 50 KQ’luk bir potansiyometreyi giris aktarim kondansatorii ile
isaret iiretecinin arasina seri baglayiniz. Potansiyometreyi, Vi gerilimi maksimum
oluncaya dek ayarlaymiz. Daha sonra potansiyometreyi VL nin yarisini elde edecek
sekilde ayarlaymiz. Potansiyometreyi devreden c¢ikarip, degerini 6lgiiniiz. Gerilim
bdlme kuralindan yola ¢ikarak, bu direncin kaynagi ortak (common source)




baglantinin giris direncine esit oldugu séylenir.

7. Cikis direncini olgmek i¢in 10 KQ’luk bir potansiyometreyi ¢ikis aktarim
kondansatorii ile sase arasina baglayiniz. (22 KQ’luk yiik direncini ¢ikardiktan sonra)
Islem basamag 6’dakine benzer bir teknikle ¢ikis direncini 6l¢iiniiz.

8. Drain ortak devreyi incelemek i¢in, asagidaki devreyi kurunuz.
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9. Vs=0iken Vgs ve Vs gerilimlerini 6lciip, kaydediniz. Olctiigiiniiz bu degerler Ip ve gm
degerlerinin hesaplanmasinda kullanilacaktir.

10. Drain ortak devre i¢in iglem basamaklari 4, 6 ve 7’yi tekrarlaymniz.

SORULAR

1. Islem basamagi 3’ten elde edilen sonuglarla ve Vp ve Ipss degerlerini kullanarak, ID
ve gm degerlerini hesaplayiniz.

2. Soru 1’in cevabin kullanarak yiikten girise gerilim kazancini hesaplayiniz. Ayrica
giris ve cikis direnglerini de bulunuz. Buldugunuz diren¢ degerleri ile Ol¢tiigiliniiz
degerleri karsilastiriniz.

3. Kaynagi ortak devrede gerilim kazanci agisindan Cs kondansatoriiniin  etkisini
aciklaymiz. Rs direncinin kullanim amaci nedir?

4. Islem basamaklar1 9-10daki drain ortak devre igin soru 1 ve 2’yi tekrarlayiniz.




